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« The whole problem with the world is that fools and fanatics are always
so certain of themselves and wise people so full of doubts. »
Bertrand Russell

« La Science remplace du visible compliqué par de l'invisible simple. »
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tendu la main, peut-étre & un moment ot je ne pouvais pas, ou j’étais seul chez moi. Et c’est assez
curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée [...] »

Astérix et Obélix : Mission Cléopatre

«[...] Avec des craies de toutes les couleurs
Sur le tableau noir du malheur

Il dessine le visage du bonheur. »

Jacques Prévert, Paroles

« Il ne voyait pas que nos traces laissent des sillons dans le ciel,

gue nos pas dessinent sur des pas anciens les motifs des siécles passés
et configurent I’itinéraire balisé des enfers a venir [...]. »

Vincent Landel, Place de |’Estrapade

« En parlant a I’étoile j’ai dit, & voix basse : « Je ne vaux pas grand-chose,
je ne crois en rien et, pourtant, tous les matins, je me léve. » »
Jean-Paul Dubois, Tous les matins je me léve

« Une raie pourpre tombe des nuages sur les moirures de I’eau et un temps doré
va se répandre sur les maisons. Tout est rouge et ce rouge n’est pas normal. »
Vincent Landel, Les larmes de Léa Keim

Le toit noir I’arbre blond le chat gris le blé vert
Le ciel n’en finit plus d’imaginer le jour

Il cherche dans la nuit songeant les yeux ouverts
Aux couleurs que le noir évapore toujours.
Claude Roy, Les soucis du ciel

Pleased to meet you

Hope you guessed my name, oh yeah

But what's confusing you

Is just the nature of my game

The Rolling Stones, Sympathy for the devil

Y’a que les routes qui sont belles

Et peu importe ou elles nous menent [...]

Et le temps perdu me dévore [...]

On ira ; Et I'ombre ne nous rattrapera peut-étre pas
On ne changera pas le monde

Mais il ne nous changera pas [...].

Jean Jacques Goldman, On ira
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Figure 102 : court-circuit destructif sur un transistor GS66508T de la série n°6 (lot 9BNZ) dans le banc
n°l. VDS =270V, VGS =5V et RG = 33 £2. A gauche : visualisation de 1’essai jusqu’a
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« N » représente le nombre de transistors testé ; « i », la moyenne des TLF ; « o », 1’écart-
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Systems. Chaque marqueur (croix ou triangle) représente un essai destructif. Chaque couleur
correspond a une référence, et le style de marqueur indique la tension VDS (270 V ou 400 V).
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Figure 109 : superposition des courants de drain (traits pleins) et de grille (pointillés) des 15 essais
destructifs de la série n°6 dans le banc n°3. Référence GS66508T, VDS =270V, VGS =5V
et RG = 33 £2. Une couleur corresSpond & UN ESSaI. .......cveveererereenieriereeseeenesesseseeseeneesens 124
Figure 110 : superposition des courants de drain (a gauche) et de grille (a droite) des 15 essais destructifs
de la série n°6 dans le banc n°3. Référence GS66508T, VDS =270V, VGS =5V et RG =
33 2. Une couleur COrreSPONG @ UN ESSAI........eveuereereaeereresiesiesseseeseeseeessessessessessessessessees 125
Figure 111 : influence de la tension VDS sur la référence GS66506T a travers tous les essais superposés
des séries n°2 (270 V, en traits gras discontinus) et n°3 (400 V, en traits pleins continus) dans
le banc n°3. VGS =5V ;RG = 33 Q. En haut : courant de drain ID ; en bas :
COUTANE A& QI TG . .ottt ettt enen 126
Figure 112 : influence de la tension VDS sur la référence GS66508T a travers tous les essais superposés
des séries n°4 (270 V, en traits gras discontinus) et n°5 (400 V, en traits pleins continus) dans
le banc n°3. VGS =5V ; RG = 33 . En haut : courant de drain ID ; en bas : courant
(0L o1 0 SRS 127

16




Figure 113 : influence de la tension VDS sur la référence GS66516T (lot 9M39) a travers tous les essais
superposés des séries n°7 (270 V, en traits gras discontinus) et n°8 (400 V, en traits pleins
continus) dans le banc n°3. VGS = 5V ; RG = 33 (2. En haut : courant de drain ID ; en bas :
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Figure 114 : Influence de la résistance de grille sur un court-circuit destructif sur deux transistors
GS66508T de la série n°5, dans le banc n°l. VDS =400V, VGS = 5V. En haut : tension
drain-source VDS et courant de drain ID ; en bas : tension grille-source VGS et courant de
GEIIE LG ... 129

Figure 115: Influence de la résistance de grille sur un court-circuit destructif de deux transistors
GS66508T, avec VGS = 6,0 V et VDS = 400 V, dans deux bancs différents. En haut : tension
drain-source VDS et courant de drain ID ; en bas : tension grille-source VGS et courant de
GEIHIE LG ..o 130

Figure 116 : courant de drain lors d’essais de courts-circuits sur des HEMTs GaN Systems GS66516T
pour différentes valeurs de tension grille-source, et pour une tension de bus de 400 V' (tiré de
510 SRS 131

Figure 117 : influence de la tension VGS sur un court-circuit destructif sur deux transistors GS66508T
de la série n°5 dans le banc n°1. VDS = 400V, RG = 33 2. En haut : tension drain-source
VDS et courant de drain ID ; en bas : tension grille-source VGS et courant de grille IG. ... 132

Figure 118 : superposition des trois références testées en court-circuit dans le banc n°1. VDS = 400V,
VGS =5V et RG = 33 2. En haut : tension drain-source VDS et courant de drain ID ; en bas